Lésungen zu den Ubungsaufgaben "ES", Sommer 2013

Ubung 3
9.3 I, bei|U,|=200V, AP liegtim Sattigungsbereich(9.2)
ﬁ 2 UDS
1, ==U,-U,)| 1+
D 2( GS th) |UA|
- Lass# oy —3pp| 14 297
2 V 200V
= 76,5%- 491* 1,05 =3,936mA
9.4 Verlustleistung im Arbeitspunkt
P, =U-1=Uy-Ip 4=20V-3936mA="187TmW
9.5 Steilheit im Arbeitspunkt
ol U
S=—L-=p-Usx-U,) | 1+=2
o0, =P Wes=Us) { |UA|]
- 153% 7V -1,05=1,125mS
9.6 Kleinsignal-Ersatzschaltbild :
O O * * * O
Ue Uss %SnUGS fosn SpUss  Tpsp U,
O T . . . O
9.7  Verstarkung A im Arbeitspunkt
Ugs=U,
n=2p= 'ps
u (Sn ‘UGS +Sp 'uGS)'(rDSn }"DSp)rDSn:rDSp:rDS ue(zST)
g=ta = ———2 =S
u, u, u

e

_ _ AU
Tosn = Tpsp = Al

D

Berechnung von 7,

Fos = (U, |+ Ups. )/ 15, =210V /3,936 mA = 53,476 k2
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oder: Fur 2 verschiedene Drain-Source Spannungen den Drainstrom berechnen:
1. Wert (Drainstrom im Arbeitspunkt): 7, =1,, =3,936mA
2. Wert, z.B. bei Ups =20V

B 20V
I,=CU.-U,) |1+ =3,748mA 11 =4,123mA
D 2( GS th) 200V

Damit Al, bestimmen: Al,=4,123mA—-3,936mA=187 ud
mit AU, =20V =10V =10V wird dann

AU,s 10V
AL, 187 uA

= Ips =

= 53,476 kQ)

Damit kann die Verstarkung bestimmt werden:

A==8-ry =—1,125mS -53,476 kQ = —60,2
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Aufgabe 10:

10.1  Grundschaltungen:
GroBsignalverhalten: T4: Emitterschaltung, T,: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

Kleinsignalverhalten: T,: Emitterschaltung, T,: Emitterschaltung

10.2 Grof3signalersatzschaltbild
R
lg B
T
0,7V
10.3
U,-0,7V 15V -0,7V 143V
Iy =01 mit Ip = = = =10 uAd
cr=F 1 Bl R, M 1sMme
I =300-10 ud =3 mA
Uepy =U, =R 1 =15V =33kQ2-3mA=15V-99V =51V
U U,-07V 44
Mit 1., ~1,, und [,=—":r=—" 2> =2 Vo 4md ist I., =4mA
R, R, L1 kQ
1 1

§ =sCtd_3mA s 4g g, mtcea AmAeg s

10.4 Kleinsignalersatzschaltbild
B C
O O
UBE1 Uck1
Ue R1 BE1 @S upe1Rc1 fBE2 @S Uge2 Rc2 Ro Us
E
O . o . O
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10.5

Q-1 0
A ==8r, mit r,=Ryr, = 33 & 25 &
33kQ2+195 k02
A =-1154mS -1,225 k2 = -141,4

=1,225 k0

a

A, ==S,-1,, mit 1, =Re,|R, =500
A, =-153,8 mS-500 2 =—76,9

A, =4 -4, =-141,4-(~76,9)=10873

g

Ubung 3
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Aufgabe 11:

11.1 Iy, Ryund R; bestimmen:

Es gilt: Uge + Ure = Up + Urs
mit: lb=lg=Ilc/Bp=5uA und Up=Uge=0,7V
ist: lq=1Ip+ g =10 pA
Up, =U,: = R, = (i“ =52—Z4=400k§2
B
Es ist: Uo—Up - IR —Ig:R;=0
damit wird

U,-U,-U,, 15V -07V-2V

R = - ~1,23 MQ
I3 10 uAd
11.2
U,|+U
ra=I’CE+RE=—| A|] cBa +RE=—3203V+1kQ:152,5kQ
cuA mA

11.3  Durch die Diode in der Schaltung nach Bild 11.1 wird die Temperaturabhingigkeit verringert.
Die Diode wird iiblicherweise durch einen identischen Transistor mit einer kurzgeschlossenen
Basis-Kollektor-Diode realisiert und hat damit die gleiche Temperaturabhéngigkeit wie die
Basis-Emitter-Diode des Transistors wodurch diese temperaturabhéngige Spannungsénderung
kompensiert wird.
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Aufgabe 12:
11.1. Wenn Ugs = 1,5 Vist, und us = OV +0, sin ot folgt: Ue-=0V
U, im Arbeitspunkt: U, =+U,-Upst5=+3,3V-23V=+1V

11.2. Steilheit:
S=PB(Uss-Up)=1TmMA/V?*(1,5V-05V)=1mS

11.3 Aus den angegebenen Steigungen der Ausgangskennlinien im Arbeitspunkt kdnnen
die differentiellen Drain-Source Widerstande rps der Transistoren bestimmt werden

p-Kanal:
9l |—5LA—L—5-10-61 - rpgg = 200 kQ
dUpsl ~ 1V rpgp Q DS.p
n-Kanal:
al, 2uA 1 1
=——= =2-10"%— =500 kQ
WUps IV Tosn q  Tbsn
Definitionen:
Gegentaktverstarkung:
u 2 ual SRS
A =2 ="2=Ap,.,in, " A =——- SRy =S Rple. =Sr
D Ugy Ues Drain Gate 1+SRg D D |S Rs>1 DS,p
Gleichtaktverstarkung:
A. = Ugq _ Ug2 - RD _ rDS,p
G— T —— -5 T 5
Uep  Ue2 2Rg 2Tpsn

In dieser Aufgabe ist: ue; = OV und ues = Ue . Damit ergibt sich

Damit werden:
11.4  Gegentaktverstarkung: Ap ~ S “ rpsp = 1 mS - 200 kQ = 200
da S Rg =200 >> 1

-
11.5  Gleichtaktverstarkung: 4, = ———*— = — 200k _ 4,

21y, 2:500kQ

A
11.6  Gleichtaktunterdriickung: CMRR = u = 200 =1000
|4;] 0.2



	Aufgabe 11:

